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В настоящее время кристаллы иттрий-алюминиевого граната 
(У3А15О|։) с примесью ТЕ *♦  широко используются в квантовых генера­
торах. Они характеризуются низкими порогами генерации и сравни­
тельно высоким кпд (*).

Синтез кристаллов УзАкО^ проводится различными методами (2), 
однако наибольшее развитие получили в настоящее время методы 
выращивания из расплава, позволяющие получать совершенные крис­
таллы достаточно больших размеров. Несмотря на ряд уникальных 
качеств, кристаллы У3А15О|2 обладают следующим технологическим 
недостатком: при кристаллизации как беспримесных, так и активиро­
ванных кристаллов УзА15О12 образуется фаза УЛЮ3, и такие примеси, 
как Ыб3 существенно увеличивают ее плотность. Это приводит к по­
явлению в кристаллах рассеивающих частиц УА1О3, имеющих показа­
тель преломления отличный от показателя преломления ¥зА1$О|2, ввиду 
различных структур этих фаз и значении коэффициента распределения 
№’+. Кроме того, области с большой плотностью УАЮ3 служат цент­
рами зарождения пучков дислокаций, блоков и других дефектов.

Наши предварительные ростовые исследования показали, что в 
системе Ьи20з—А12О3, кроме соединения Еи3А15О։2, других фаз. близких 
по составу к 3:5, не существует. В этой связи нами был предпринят 
комплекс ростовых исследований по изучению кристаллов лютеинй- 
алюминиевого граната ((_и3А15О|2) с примесью ТЕ’ (табл. I).

Выращивание кристаллов было проведено методом направленной 
кристаллизации на аналогичной аппаратуре, описанной в работе (3), 
с использованием молибденовых контейнеров в атмосфере азота. Ско­
рость выращивания подбиралась для каждого активаторного иона для 
получения монокристаллов (длиной до 60 ч.։« и диаметром 14 ,и.м) 
высокого оптического качества и составляла I—5 мм/час.

Изучение интенсивностей линий в оптических спектрах и кристал­
лического расщепления ТЕ1* ионов в ки3Л15О|2 и УзАКОы обнаружило 
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Ионы

И(Р 
ЕР 
Тш’ *
Но1* 
¥1Р 
Ег-Тт-Но 
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Таблица I
Лазерные кристаллы ЕщАЬОц

Ионный радиус. А Коэффициент распреде­
ления Литература

1.04
0.89
0,87
0.91
0.86

152 156 & (64 Ш Дя- 09 (Л (П (И (95 (99 г<В 207

Рис. 1. Спектр люминесценции ионов Ег1 Рнс.2. Спектр люминесценции ионов ТпР 
(перехо.։«|МР -Л1՜՛ -) при 77 К в кристаллах (переход при 77 К в кристаллах

а> ЕизАЦО,, и <У) ;¥3А15Оп а) ЕилА15О։։ и б) У1А1։О„

(Й 190 19ч (И 202 206 2.Ю

Рис. 3. Спектр люминесценции ионов Нол-|- 
(переход ։Ц »։1В) при 77' К в кристаллах л)

Еи3А1}0|] и б) 3А1}0|]



нх большое сходство (рис. 1—3). Эти данные хорошо подтверждаются 
результатами генерационных экспериментов (4-7).

наших исследованиях были также получены предварительные 
данные пи некоторым физическим свойствам ЕщА1зО|2, которые сведе­
ны в табл. 2. Туда же для сравнения включены данные по У3А1бО12.

Таблица 2 
Физические свойства кристаллов

Характеристика эАЦО^

0՝"- ԽՅմ
11.92’)
11.93’)~Խ8

0^ - ЬЗа 

12.005’) 
12.018’) 
- 1.823

~8 >5 8.5
2000+30 1950+30
— 6.18 4,2

0,25 —6 «) 0 »28 —- 5 »3
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Симметрия
Параметр ячейки, А

*

Показатель преломления 
(X — 1 .06? >

Твёрдость по Моосу 
Температура плавления, ’) С

Плотность. г/см* *
Область спектральной проз­

рачности, |Ь

Примечания: I) приведенное значение соответствует неактивнро- 
ванным кристаллам и измерено на рентгеновской установке УРС-50 
при ЗОО’К; 2) значение, соответствующее кристаллу с содержанием 
0,6 ат. % М3 ; 3) температура плавления оценена оптическим пиро­
метром ОППИР-017; 4) спектр пропускания ЕиэА1$О|2 (1 = 1 мн) изме­
рен на приборах СФ-8 и иК-20 при 300 К.

Полученные результаты позволяют заключить, что в ряде случаев 
кристаллы Еи»А1бО|2 могут быть более предпочтительны, чем ¥3АЬ,О12.

Авторы выражают благодарность А. А. Каминскому за ценные 
обсуждения и Г. О. Шириняну за проведение рентгеновских измерении.
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